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11 Mechanische Ausfihrung: i . > dimm T o “Rsp | Typ
111, Gehzusear: JEDEC -  /DiN- e o 50V JUES 26
112 Gehf_usewc.rkatoﬂ' Gz : _— 75 v s 262
1.1.3. Gshausscoerfidche: - 330 v 1uEs 203
1.1.4.  Anschiudrahie i6tbar vc'zlnrt/vergo det - => <Y
125 Y {UES 2Gh
T : qumei- Wert MeBbedingung
1.2, Grenzwerte: _ zeichen ' :
12.1. Sperrepannung: Ug ) \ g = Ag, = <C
H b
122. Spitzen-Sperrspannung: , Uges siehe Tabellev Y = °c
1.23. ° StoBspennung: : : Ugstoss : - Vv b= °C
12.4.. Richstroin ' lo 6 A .= 715 °c, d=10am voz Gehzeuse
125. DurchlaB-Spitzenstrom: ' Igsp ' A = °C <
12.6. Durchlas-StromstoB: : lictoss 125 A f,= 2 °Ct= 83 me
1.2.7. Verlustisistung: . . P - w B, = °c -
1.2.8. .Temperaturbereich (Lagerung): LA ~65 vee +175 °C
1.29. Sparrschichtteraperatur; T 17 °c
1.2.10. LéHemperatur: 8 E 25 °C t= .5 s
1.3. Kennwerte bel 25°C : «)
13.1.  DurchiaBspannung : » U £0,85 v P = 40 A
1.32. Spsmstrom: . Ly T = 5 pA Uggs SoTabe v
' A N R S 150 pA .| Upgs =s.lab. V, §, = 100 °C
13.3.  Sperrwicsrstand: ’ Rg - Q UR = v
1.24. Thermischar Widerstand: R » T - OC/mW
13.5. Sperrzchicht-Kapazhat: .G k5 pF U= 10 VI = T MHz
13.6. Gehduse-Kapazltst: Ce T '
" 137. RlOckwértserholzeit: 1 t= s X ns = 1,0 Aauthh= 1.0 A
. : : gemessen bel Ip = " 0,14
1.2.8 Vorwsertserholzeit ts, 15 ns Ip= 1,0 Aauf Up= 1,0V
%) gepulst, Pulsbreite 250 ms '
14. Ubrige elektr.Werte nach Unitrode-Datenblatt 10-71-JC-P




7 Si-Diode

Band mdacates ; 1787 TYP. | | 040" = .001
cathode end 4 lmm 1. 02mm =.03
1187 TYP 145" MAX.
\ f d . 2.9mm D D 3.68mm
lntrode l A ) |
U H VP 402,.’. — tesTveL
| 2.7mm
975" MIN. .300” MAX.
4 1 0 24.8mm 7.62mm
19%9 2.30" MIN.
58.4mm
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
AVERAGE AVERAGE PEAK
DC OUTPUT DC OUTPUT | FWD. SURGE
TYPE REVERSE CURRENT CURRENT CURRENT
NUMBER VOLTAGE TL=55°C, L=3/8" Ta=25°C to=8.3ms
UHVP402 200V ! 4.0A 2.0A 75A
UHVP404 400V i 4.0A 2.0A 75A
UHVP406 600V 4.0A 2.0A 75A
UHVP408 800V 3.0A L4A 75A
il UHVP409 900V 3.0A L4A 75A
| UHVP410 1000V 2.5A L4A 60A
{ELECTRICAL SPECIFICATIONS (AT 25°C UNLESS NOTED)
REVERSE REVERSE
BREAKDOWN REVERSE | REVERSE RECOVERY
TYPE - VOLTAGE FORWARD FORWARD | LEAKAGE | LEAKAGE TIME
NUMBER @50uA VOLTAGE VOLTAGE To=25°C | Ta=125°C | 0.5A-1.0A-.25A°
UHVP402 220V 1L.5V@4.0A 135V@2.0A 4.0pA 250uA 30ns
UHVP404 440V 1.5V@4.0A 1.35V@2.0A 4.0pA 250uA 30ns
UHVP406 660V L5V@4.0A 135V@2.0A 4.0uA 250uA 30ns
UHVP408 880V L7V@3.0A LAV@1.4A 4.0uA 250uA 50ns
{ UHVP409 990V L7V@3.0A L4V@1.4A 4.0uA 250uA 50ns
i UHVP410 1100V L9V@2.5A L55V@14A 5.0pA 500pA 50ns
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NPN- Silizium
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Kollektor liegt am GehZuse !

1.1.  Mechanische Ausfuh;u;xg
1.1.1. Geh3useart: JEDECT018 /DIN 1843 N

1.12. Gehausewerkstoff: Metall - Lieferer: Thomson-; CSF ; Motorola ; SGS

1.13. Gehduseoberfliche: - Typ: SEPU—13-014 /16 NFC/UTE 86-614 (2N2369)

1.1.4. AnschluBdrihte 13tbar vzin/vgol A

Fo'rm ol- Wert ' MeBbedingung

12 Grenzwerte zeichen

1.2.1. Kollektor-Basis-Spannung: Uceo 40V B, = °C

122, Kollektor-Emitter-Spannung: “Uceo 15V |8, = °C

123. Emitter-Basis-Spannung: Ueso 4,5V 8= °C

124. Kollektorstrom: lo 500 mA |tu= °C

1.25. Verlustleistung: ’ Piot 0,36W |8, = 25°Cc

1.26. Temperaturbereich (Lagerung): Bs =65...+200C :

12.7. Sperrschicht-Temperatur: B 2QMec

12.8. Lattemperatur: ! 245¢e¢C t£ 5s

13. Kennwerte bei 25°C" o

13.1. Kollektor-Reststrom: Iceo &£ 400 nA |Uzs= 20V
v lcBo 4 30 QA |Ues= 20V, 8, = 150 °C

132. Emitter-Reststrom: leBO « = A |Ug= '

133. Grenzfrequenz: $r/: 2 500 MHz |Ux= 10V,ic= 10 mA, f=100MHz

134. Gleichstrom-Verstirker-Faktor: B 40...120 |Ucg= 1V,ig= 10-mA

135. Wechselstrom-Verstarker-Faktor: hte - 7 U= Vig= " Af=  MHz
‘| 138. Kollektor-Sattigungsspannung: UCEsat £ 0,25v |ic =10 mA i = 1 mA :

. UCEsat = V lig = Al = A

13.7. Basis-Sattiyungsspannung: UBEeat £ 0,85V Jic =10 mA/jg= 1 mA

138. Kollektor-Sperrschicht-Kapazitat: Ccs £ 4poF |Up= S5V,Ig = 0O Af=1 MHz
1 1.39. Emitter-Sperrschicht-Kapazitat: Ces = pF |Ugp= V,lg= Af=  MHz

1.3.10. Wirme-innenwiderstand: Rue = °C/mW

13.11. Warmewiderstand: Rug & 480°C/.-W

13.22. Schaltzeiten ‘1:01_l £ 12 ns Ic=1 Oma, I,.=3mA, I==1,5m4,

t £ 18 ns Uee=3V '

off
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SI-NPN -Transistor
235
Acrlan UTV-120 —=—
= o Symbol: <\
rI8UgnIs- ims-Klasse -
Klasse n. DIN 40040 c 1 9 g [" . bl
K [EE Cls : N -
Pruf-8er. Nr: - I 3 T
) E 3 Q{ a T ! .
Oatum g8 g Q g g ]
QB . S (3
3 pry q o ‘l
L
1 Mechanische Ausfiihrung } | ~
1
1.1 Gehauseart: JEDEC /DIN !/' g
1.2 Geh?usewerkst"off Keramik 5 x 0% a5 oun 750 FLANGE. ELKONITE 2
1.3 Gehduseoberfliche : 2P - 2
1.4 Anschiuldréhte Idtbar verzinnt/vergoldet; Lotbarkeitsprifung nach DIN-IEC 68 Teil 2 - 20 CERAMIC Bed 995% min %
Formel- W Meg
ert i
2 Grenzwerte zeichen elbedingungen
2.1 Kollektor-Basis-Spannung UCBO 45 v Gu = 25 °C lc =25 mA
2.2 Kollektor-Emitter-Spannung Uces 50 v Gu = °c
2.3 Emitter-Basis-Spannung UEBO 3,5V du = oC
24  Kollektor-Strom I'e 7 A | Ju-= °c
2,5 Verlustieistung Prot 80 w |06 = 25°%
2.6 Temperaturbereich (Lagerung) s -65/+200 °C
2.7 Sperrschicht-Temperatur dj 200 °C ne — <
2.8  Lottemperatur 91 245 °c t = 5 s ._:&_:’:‘..‘v‘ l:h <t
: T TEAlKTEN |
3 Kennwert b. 25°C
3.1  Kollektor-Reststrom lcso a | YcB= Vi Sun .
1 UCB _ V; u= C
€80 _ A v.
3.2  Emitter-Reststrom lego A UEB = '
3.3  Grenzfrequenz fr Hz Ucg = Viole = A; f= MHz
3.4  Gleichstrom-Verstarkungs-Faktor 8 z 10 UQE 2265 Vile 205 A;
3.5  Wechselstrom-Verstarkungs—Faktor Mo _ Uce = Vile - A; f= kHz
3.6 Kollektor-Sattigungsspannung UCEsat —_— IC = A; IB - A;
UcEsat — v |l = A lg - A
3.7 Basis-Sattigungsspannung Usesa( —_—V 'C = A; IB = A
3.8  Koilektor-Sperrschicht-Kapazitat Cos | 33 pF | Yog =265 Vi e = A f= 1 MHz
39  Emitter-Sperrschicht-Kapazitat Ces —— pF | Ugg = Vilg = A f= MHz
3.10 Wiarme-Innenwiderstand Rthg —K/ W
3.11  Wirmewiderstand Rihu —K/ W
3.12 Leistungsverstdrkung Vp 2 §5dB| Ucgp =265 V, f =860 MHz;P, = 12 W
3.13 Intermodulationsverzerrung IMD $ .55 dB lgq =850 mA; Ucp=265 V; Reg= 12 W
4 Ubrigeelektr. Werte
5 Vorsicht Dieses Bauteil enthdlt Beryllium -0Oxid, dessen Staub giftig ist.
Sofern die Beryllium - Oxid - Keramik nicht beschddigt wird, ist das
Teil ungefdhrlich.



Feldeffekt - Transistor \
N-Kanal |
Supertex YN 1209 N2
N ) ' - 1982
- C

3 ¢ DRAIN

&

4
g4/

-

GATE o——J :1 l _
1 SOURCE |

2

] -—-\;' fi
—_— — —— S 923
Grenzwerte bei 25°C ﬁf 27
min.
Upso = 907V
Upgo = 90 V
Uggo = 20V Gehduse: TO039
Ip = 8 A .Drain mit Geh&use M S
verbunden
Pto t = 6 w , S
) ELECTRICAL CHARACTERISTICS (TA =25 C unless otherwise specnfled)
| - 1 VN12
! SYMBOL PARAMETER | ‘ 4 v 60V 80V WV uNIT TEST CONDITIONS
| NN | Tve [ max | min | TYP [max [ miN | TYe | M MIN | TYP | MAX
8Vpss Orain - Source Breskdown a0 80 0 90 ip=10mA, Vgs =0
v o .-
vGsithl Gate Thrashoid Voitage ‘ 0.8 24 | 08 24 | 08 24 os 24 Ip=10mA . VGs = Vps
Igss Gate Body Laskage . 1\ 100 1 100 1 100 1 100 nA VGS * 220V, Vpgg =0
D ' 7 j\o 100 100 100 | uA | Vpg = Mex. Rating, Vgs =0
Ipss Zero Gate Voltage Drain Current
1\ 10 10 10 mA Vs = 0.8 Mex. Rating. VGs * 0,
Ta = 125°C (Sample Test)
s 10 10 s | w0 s 10 Vgs = 5V. Vps = 25V
ID(ON) ON - State Orain Current (Note 2} . A
10 | 20 1w0\| 2 10 | 2 10 | 20 Vgs = 10V, Vpg = 25V
Rosion Static and Small Signal o4 | o6 af | o8 04 | 08 os | 06 VGs =5V, lp=2A
and rge(ON} Drain - Source ON - State Resistance a
025 | 0 22| o4 025 | 04 0.25 | 04 VGs = 10V, Ip = 10A
o Forward Tramconductance 4 4.5 4 4.5 4 4.5 4 4.5 U Vps * 25V, Ip = BA (Sampie Test)
Com Input Capacitance 600 | 650 600 | 8 600 | 650 800 | 650
Com Common Source Output Cap. 300 | 3 300 | 350 300 | 330 300 {350 | oF Vps = 25V, Vgs + 0, f = 1.0MHz
(Ssmple Test)
Cras Aeverse Transfer Capacitance s0 | frs s0| 75 0] 15 s | 7
14{ON) Turn - ON Delay Time ] / 2 s 12 8 12 s 12
' Rite Time 12 L B\ L VDD = 25V, Ip = 1A, (Sample Text)
ns Rg = 50 Chm
t4(OFF) Tuen - OFF Delay Time 70 %0 70 % 70 70 | %0 )
Y Fall Time l‘ w | e e | s0 « s\. « | 60 T
Ungdltig,keine Anwendung
Notes: ) ..
AZ-Nr. 400.61 09.11.88
1. The power dissipation limit of a package may result in a lower continuous drain current. Based onals0C 1unct|on emperature.
2. Pulse test; 300us pulse, 2% duty cycie. . R -




1.1,

1.1.1.
112
1.1.3.
1.1.4.

1.2

121,
122,

123.

" 124,

1.2.5.
1.2.8.
1.27.
1.2.8.
1.29. .

1.3.

1.5.1.
1.3.2
1.33.
1.34.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
1.3.8.
1.3.9.
1.3.10.
1.3.11.
1.3.12,
1.3.13.
1.3.14.
1.3.15.

1.3.16.

3.17

1.4.

Feldeffekt-Transistor

N -Kanal - MOS

Mechanische Ausfihrung

Gehauseart: JEDEC TO39 /DIN
Gehausewerkstoff: Metall:
Gehauseobertliche: .
AnschluBdrahte I16tbar vzin/vgol

Grenzwerte
Drain-Source-Durchbruchspannung:
Drain-Gate-Durchbruchspdnnung:
Gate,Source-Durchbruchspannung:
Gate-Strom:

Drain-Strom:

Veriustleistung:

Temperaturbereich (Lagerung):
Sperrschicht-Temperatur:
Lottemperatur:

"Kenndaten fiir Source~

Schaltung bei 25°C
Abschnidrspannung:
Gate,Reststrom:
Drain-Sattigungsstrom:
Abschnurstrom:
Drain-Source-Widerstand:

 KurzschiuB-Eingangsleitwert:

KurzschluB-Vorwartssteitheit:
KurzschiuB-Rickwartssteilheit:
KurzschluB-Ausgangsleitwert:
KurzschiuB-Eingangskapazitat:

Riickwirkungs-Kapazitat

Ausgangs-Kapazitidt
Drain-Source-Kapazitat:
Tmnsitfrequenzz'

Rauschzahl:

Warmewiderstand:

Schaltzeiten:

Ubrige elektr. Werte nach

- Source

!

Ugsloff) 08...2y Ups =YGS V,Ipg =
Igss =100n A Ugs = 15 V., Ups
loss 2101 A Ups = 33 V,Ugs=
oon) | 1A [Ues= 25 Vs
RDS. . - Q |D A, UGS
Ysi . - S Ups = V.o
Yis =170m s Ups = 24 V. g
Yo = S Ups = V.lo
Yos - S Ups = V.lp
Ciss: 40 pF ) Ugs = O V,Ups
Crss 10 pF ) ugs = v

Cco 545 pF ) LUog = V'

Cos - oF Vps = v

fr - Hz Ups-= V. Ugs

F - dB Uos = V. |0

R g 15 Kfw

ton = 8 ns ) UGS (on)
toff = 8 ns )

)

Siliconix-Datenbuch 79

Drain Sc‘li%on XK ! M O S
1 9 7 9 . . L \\},,
| x *
48
a23
E\wrzr
Formel- Wert MegBbedingung ‘
zeichen .
Upso 35 Vv %= °C
Upco 35 vV - |8, = °c
Ugso 230V By = °c
lg. o= A 0, = °c
'D 2 ’ A O‘, = °C
Poe | 8,33W by~ 25 °C
Bs. ) - 5 Soc bis
& ) +150°C
% - 360 °C t=105 bei Gehduseabstand

2_'1,6 m



‘N-Kapal

AAAAA 193¢

Super'tey VN330~2UnguH|g,ne|ne Anwendung
52 Ac-Nr. 400.61 09.11.88

; 3
l 1= Source EILQ’“
2= Gate

: 1 AR e
3= Orain "’} LN =

Geh. 10 39

Absolute Maximum Ratings

Drain-to-Source Voltage 8voss
Drsin-to-Gate Voltage 8VDGS
Gate-t0-Source Voitage 120V
Operating and Storage Temperature —55'C t0 +150°C
Soldering Temperature (note 1) . 300°C

Thermal Characteristics

Packags 10 (comti ) 1D (puised) Power Dissipation O 8ic DR IDRM
note2) . | (noted) eTc=25C ‘cw ‘c/w | (note2) | (note 2)
1039 1,0A ] 7,04 6 125 (208 | 1.0 |24

Electrical Characteristics (@ 25°C unless otherwise specified)

Symbol Parametes Min Typ Man Unit Conditions
B8VDSS Drain-to-Source
Bresacown vorsge 12N T, unten v | 10=10ma,ves=0
VGS(th) Gate Threshold Voltage 2 4 ) VGS = VDS, |D = 10mA
. AVGS(th) | Change in VGS(th) mm Tempﬂituu -48 |-6.0 | mV/°C| VGS = VDS, ID = 10mA (note 2) -
T iGss | Gale Body Lea =1 700 A | VGS = 220V, VOS™= 0 1 T T -
1DSS Zero Gate Voitage Drain Current 100 uA | VGS =0, VDS = Max Rating
2 mA VGS = 0..VDS = 0.8 Max Rating m
| TA = 125°C (note 2}
1D(ON) ON-State Drain Current 15 45 A VGS = 5V, VDS = 25V (note 2)
3 (-3 VGS = 10V, VDS = 25V
RDS(ON) Static Drain-to-Source 3.0 45 V@GS = 5V, 10 = 0.5A (note 2) o
ON-State Resistance 20 1 30 f VGS = 10V, 1D = 1.0A
ARDS(ON) | Change in RDS(ON) with Temperature| 1.0 20 | %°C | Ip=3A, VGS = 10V (note 2)
Grs Forward Transconductance 1115 1 T | VDS = 25V, 1D = 1A (note 2} E
Ciss Input Capacitance {4250 1650
Coss Common Source Output Capacitance 75 | 125 pF | VGS=0,VDS =25V,
CRrss Reverse Transfer Capacitance 25 50 = 1 MMz (note 2)
td(ON) Turn-ON Delay Time 6 10
tr Rise Time 6 10 ns VDD = 25V, 1D = 1A,
d(OFF) Turn-OFF Delay Time 5 100 RS = 502 (note 2)
1t Fail Time 15 | 25 |
VSD Diode Forward Voltage Drop 1.1 15 v ISD = 5A, VGS = 0 (note 2)
tor Reverse Recovery Time 450 nS ISD = 1A, VGS = 0 (note 2)

Note 1: Distance of 1.6mm from case for 10 seconds.
Note 2: Sample test.
Note 3: Puise test; 300us puise, 2% duty cycle.

Klimatische Anwendungsklasse: SNO819 Teil 1 (nach DIN 40040}
FJC (-55°C bis +150°C u. 295% rel.Feuchte)
Uberige Werte nach: Supertex "CMOS/DMOS DATA BOOK 1986"

BVnss| Top
mln

300 | VNO33QN2
450 | VNO3L4sSN

350 VNO335N2




- /Feldeffrkt-Transistor

N-Kanal

D(Drain) 2 Si“COﬂ;X ciN 621

G
{Gute) 3

Stauce 1

1.1,

1.1.1
1.1.2.
1.13.
1.1.4.

1.2,

T 121
122
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
127.
128
129

1.3.

1310
.32
1.2.3.
134.

11€

LRS- ne

136
1.3.7.
1368
139

-1.3.10.

1.3.11

1.3.12.
13.13.
1.3.14.
1.3.15.

1.3.16.

1.4.

Mechanische Ausiihrung
Gehauseant: JEDEC TO 18 /DIN 18A3
Gehausewerkstoff: Metall
Gehausectberfliche: —
Anschiufidrihte 1dtbar vzin/vgol

Grenzwerte

Drain-Scurce-Durchbruchspannung:
rain-Gate-Durchbruchspannung:

Gate.Source-Lurchbruchspannung:

Gate-Strom:

Drain-Strom:

Verlustle:stung:

Temparateroereich {Lagerung):

Sperrschicht-Temparatur:

Lottemperatur:

Kenndaten fir Source-
Scheltung bei25°C
ATSTRFCTEgANTIUNG S -

Gate nessirom:

Drain-33tigungsstrom:
Abschnursirom:

Cram-§ oroesMidestand:
Drain-Source -Spannung :
Kuezsehiv3-Vorwansoienheit:
Kurzschivid-Ruckwartsstenheit:
KurzschiuB-Ausgangsteitwert:
Kurzsenicd gingangshagazitat:
Ruckwirkungs-Kapazitit:
Gate-Cran-Kzpazitat
Drain-Scurce-Kapaz.tat:
Transitfrequenz:

Rauschrant:

Wirmewiderstand:

Ubrige elektr. Werta nach

TN

Nidcht for

Neukaonstr.

1972 - 3
| AN
3 - B ==
T Te '
| ! “ ?
i 0% max.
-8 -z -
mun
Formel- wert MeBbedingung
zeichen
Upso 0 v i, = <C
Usao W v B}, = <C
Usso iKY p, = Lo
I 50 mA 0, = <c
Io — A W, = <C
Prot 500 ;MW iy 25 ‘c
2, -55...4200°C
o 175 °C
ih 300 <C t € 10 sec.
‘7U35(,;,«;)v 13,0... 3,5 Ysg= 20 Volog = 1 nA
_'v'.':SS S 160 pna HRisg = 26 v, Ups = G v - -
Ioss 25...7SmA Usg = 20 ViUgg="0V
lgloir) £ 100 pA Ung = 20 v, Ucg ==7 V
R-g = 50 in = 1 my Upsg = 0 v
Ups {on) = 0LV Usg= 0 “lp =60mAf= - Hz
Yo - S vos = tlo = A= =
Y, — s Ua Vg = Al= Hz
Yos - 3 UDS . |Q = [ = Hz
C,, £ 14 of Uss 0 Y. Uz;=20Vv.1= 1 ME:
Css & )5 pF Ugg = -7 /Ups = 0V t 1 M
Cso — pF Uog = v
Cos — pF Usg = i
fr — Hz Ups = ViUgs =V Hz
F — dB Ung = g = A=
Rg =
Riny s 333°C/ W

Siliconix DOatenbuch 1872, S S1{f



Zener - Diode
Silizium

N

Typ und Kennzeichnung der
Kathode aufgestempelt

Kleinstrmal}

[ntermetell Z 1,5

1. Eigenschaften:
11 Werkstoff : Gehduse :

x.1.2.0berflache:
x.).3.Anschliisse:

.2.1. Durchbruchstrom:

2.2 Verlustieistung:
2.3.Sperrschichttemperatur:

.2.4.Temperéturbereich :

1.3, Elektrische Werte bei 25°C:

1 31 Durchbruchspapmung: . -

.3.3. Durchiaflspannung :
.3.4.Sperrstrom:
-.3.5. Temperatur Koeffizient

14 Ubrige eleki. Werte nach /

— AUz
1 .3.2.Ditterentieller Durchbruchwiderstand: " Rzgitt. 13 (<20)
N Ug . -

6rofitrman
-
22

Gromtman
58°% o=

Metall
gal Ni 6

lotbar verzinnt

1z 40 7 mA
Py /":/ Wtamp: — °C)
S 150 °C

— °C  — bis °C

\

,'\/'
Y

35bis 1,65  V(Iz= 5 mA)

Q(lz= 5 mA)
: : V(4= — mA)
\J‘/ g —  pAGUE - W)
/ TKy -26bis -23x1074/°C (1= 5 mA)

Halbleiterbauelemente intermetall Ausg. 1965/66



P———i Zener - Diode
: Silizium

\ ‘hfermef‘d t‘ , ' - £ : i \ a:\? :’:':cnt ‘ur |
’ S - ¢ 1 Nockaar,
ZF 3,9 4943 mmode‘,, g % . -
” 4 l it .- .o .
P L.._— 38 —— 7 - 38 —
, IR - - Grontmal} D
i | S .
11. Eigenschaften: o , _ .
310, Werkstoff: Gehduse: - . ..%  .Glas S
4 1.2.0berfléche: ST =
jx.1.3.AnschlLisse:v . S e ‘.lb'tbar verzinat |
1.2, Grenzwerfe bei25°C: -~ Y- 7 0 ‘
L21purchbruchstrom: . . 77 - oIz 2 T 48 mA :
" 72Vek'lus leistung: S Lo . Pg 250 mW (tamb= 45 °C)
23Sp‘":\cmchttemperatur: ST '773- ; 150  °C a .
.2.4. Temperaturbereich: ) C - e : - °C - bis °C

413 Elektrische Werte bei 25°C:

3W3) Durchbruchspannung ” ' ';Uz” 37 bis@la,l - V(Izi - 51m~A) )
| -3.2.Diiterentieller Durchbruchwiderstand: -~ "Rzgift. 70 (< 80) Q(Iz= . 5 mA)
X3.3. Durchle? spannung: Sy A Ug - 1 ~V(Ig= 250(>150)m A)
', 34.Speirstrom: Lo A'ld . — pA(CUds N
3.5.Thermischer Widerstand: Ryny | <042 - °C/mW

3.6.Temp.- Koeffizient d. Zenerspannung: »TKU -7 bis -3 - 104 / °C.

pz t_ange elektr. Weﬁ_e_gch Intermetall Datenblatt 1963/9 ZF 2,7 bis 33 BLI
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| !7 | ®iE
| —91- Kathode = 7! 1B Z
: —_— g $Jh—ey ~.
. p—r 29

l . {GréBimal)
|1 Eigenschaften: :
1.1 Werkstoff : GehZuse: . Gehzuse: Cu , Kappeﬁ‘,
1X.1.2.0berfliche:: Gehduse: gal Nil1+gal§nk’, Kappe:galSn8
|x1.3.Anschlusse: Drihte , I8tbar ve
1.2 Grenzwerte bei 25°C:
'} .2.).Durchbruchstrom: 1z mA

22 Verlusteistung:ohne Kiihlblech: Py W (at, = 45 °C)

mit Kihlblech AL100x100x2: Fy W (IZM = 375 mA)
223 Sperrschichttemperatur: 173 °C
.24.Temperaturbereich: ' vy *C.— bis °C

- 3). Durchbruchspannung:
| :3.2.Ditterentielier Dmhbruchwiderstand-v\(

Uz 20 bis 24 NOz: 25  maA)
Rzaiff. 6§ < 15 Q(iz: 25 mA)

1X3.3.Durchlapspaninung : Ug 1 V(Ig= 15°02504).
1X.3.4.Sperrstrom: - -4 0,05< 0} pAGUg=1 W)
3.5.Thermischer Widerstand: Kristall SchraubeRtperm 5 : °C/ W
: \Y ohne Kiihtblech: Rinerm 80 °c/ W
1.4 Ubrige elektr Werlgyidch: % i Intérmetall Handbuch 11 ,B5 /ZL5 bis ZL39,BlL1u2, 1961/
. A . . ) c- .
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1963 c s
1. Eigenschaften: AR
1.1, Werkstoff : Gehduse: '.Meifsl( . )
1.2.0berfliche: L T
1.3:Anschliisse : 9"""-1.6.,{,Bar“ve'rzih.n{'f., - ,
12. Grenzwerfe bei 25°C: ..'-_' S A

:%;% 2.1.Durchbruchstrom: . Iz 60 m_.A. o A R

1 2.2 Verlustleistung: _'Pd;" i-?.." 11 Y ('1):“= 45 °c)y B

} 2.3.Sperrschichttemperatur: " Ay 150 e L L
2.4 Temperaturbereich : R L °C’i o bis °C- .

1.3, Leﬂrgs_clEWgtit_)_c_ZS‘C s L R o

£x31. Durchbruchspannung: Uz 13,0 bis 16,5 .~ V(Izz= * ‘50 mA) - .

132 Differentieller Durchbruchwiderstand: TRzgigg, 6N T Q(lzs . 50 mA)

1 3.3 Durchiapspannung: i Ug s 1 Vg=10(>02) - A) o
3.4.Sperrstrom: colgo< 1 B ~pA(~Ud-". 10} S
3.5.Thermischer Widerstand: R Rtmj _' 95 - CIW.. o
36. Temperatur Koeftizient der Zener- ' :'.  Tky +5bxs+9 10 /'

spannung- . - Rt
M Qt_mg_e_e_l_gig_rﬂe_r_te_gch lnlermetall— Datenblatt ZIV 39 ...... ZM 100 .Aus$3/9



1.
11,
111
112
1.13.
1.14.

1.2.
1.21.:
1.22.
1.2.3.
1.24.
125.
1.26.
127.
1.2.8.

1.3.
131. .
132
1.33.
134. :

1.35.
1.36.

13.7.
13.8.
1.3.9.
1.3.10.
13.11.

1.3.72

14.

B

. Eerranti

igenscnanen Z 1 X 2912B L

Mechanische Ausfiithrung
Gehauseart:
Gehausewerkstoft: PLasStik
Gehauseoberfliche: —

AnschiuBdrahte I5tbar vzinivget, vorgc formt wre ber Gehduse art JEDE Cg— TO 18

Grenzwerte .
Kollektor-Basis-Spannung:
Kollektor-Emitter-Spannung:
Emitter-Basis-Spannung:
Kollektorstrom: '
Verlustleistung:
Temperaturbereich (Lagerung):
Sperrschicht-Temperatur:
Lottemperatur:

Kennwerte bei 25°C

Kollektor—Reststrom
Em mer-Reststrom
Grenzfrequenz:
Gleichstrom-Verstarker-Faktor:

" Wechselstrom-Verstirker-Faktor:

Kollektor-Sattigungsspannung:

Basis-Sattigungsspannung:
Kollektor-Sperrschicht-Kapazitat:
Emitter-Sperrschicht-Kapazitat:
Warme-Innenwiderstand:
Warmewiderstand:

~Kemnzeichnung far B

462025

’7972/

g
A E ‘?'
- _—t ]
*@‘B T — = e ==——ry——|
_.eo C Rr—— —— s
N
- —
2,3°C R gf
-0,25 — = : = !
‘6,5,max

Formel- Wert MeBbedingung

Zeichen . . Y

Ucso ~60 V |8, = 25 °¢

Ucto -50 v | 8= 25 °c

Ueso =50 v 9= 25 °¢

I ~200 mA | §,= 25 °¢C

Pros 500 mn | 3,= 25 °C

B -65..4175 °C '

9 1%#5 °C

1] 245 °C | = 5 s

i

Icso _ . A } Uegpp=__ V‘ . o .
: ':"CBO é 15 ”A .. 4%--'30m = 25 °Crl~:_‘"~':7‘,:‘:': RERA

leso — A | Ug= — V’

fr 200Mnz | Ucgm= 5 Viic == T0mA.t = 100 MH:

B 200...:400 | Ugg==& Viic == 2.mA

hf. | —— UCE=— V|C= —.A,f_= -~ KH;

Ucksar =025 V |ic =-10aAily =-S5 mA

Ucgsar = 060 v Ic =~100mAllg =-5,0mA

Uggsor ¢ Tm—V. lc-. g — Al - — AL

Ccs = 10 pF UCB = =10 Vilg = 0 Af= 4 MH;

Ces — pF usan'-—-v,xc = —— Af= — MH;

Rinc —°C/mW !

Rﬂ!U —=OC/mW :

gréner Punkt oder mit "B bestempelt ;

Ubrige elektr. Werte nach Ferranti — Datenblatt (Ausg. 1./1érz ”;573)



’—ﬁ Transistor
v NPN-Si

' o SRR R B
s S 3.820,25 .
C Ferran{t i ] — —~—12.7_2.4—,-) 1!m
| AT - 2
° ZTX327L =ts 137, | =13
‘ S o197y Ry TR |
/ N
1. Eigenschaften 23 -g,zs 1/;
1.1. Mechanische Ausfihrung _ : )
1.1.1.  Gehauseart: JEBEG——— BN~ . - : . .._!
1.1.2.  Gehausewerkstoff: Plastik ) 76,5 max.
1.1.3. Gehauseoberflache: .
114, AnschiuBdrahte Iotbar vzin -, geforat entsprechend 10 18 ’ B ’
1 Fo.rmei- Wert ' . MeBbedingung
1.2, Grenzwerte zeichen i :
1.2.1.  Kollektor-Basis-Spannung: Ucso 55 v 8, 25 °c
1.22.  Kollektor-Emitter-Spannung: Uceo 30 v 8, = 25 °C
1.23. Emitter-Basis-Spannung: Ueso 3,5 Vv 3, = 25 <C
124. Kollektorstrom: Ic 4LOO mA | 8, = 25 °C
1.2.5. Verlustleistung: ' Prot 00 mw 9, = 25 °¢
1.26. Temperaturbereich (Lagerung): s L _65.+175°C
1.2.7.  Sperrschicht-Temperatur: ; -65.+175¢°C
1.2.8. Léttemperatur: ol 24ks ccC t< 5 s
1.3. Kennwerte bei 25°C
1.3.1.  Koilektor-Reststrom: Iceo = 20 uA Uce = 28 v
i T T Tdcso A Ueg= - ;:V B, = °c -
1.3.2. Emitter-Reststrom: lesc A Ugg = v
1.33. Grenzfrequenz: fr 800 Mp; Ue= 15 V.ic =25 ma 1=1CO0 K
1.3.4.  Gleichstrom-Verstirker-Faktor: B Uce V. ic A |
A4 135, Wechseistrom-Verstarker-Faktor: Nge Uce == Vilg = Af= KH;
1.3.6.  Kollektor-Sittigungsspannung: - Ucegar =1 v lc =10CinA 13 = 20 mA
Uceser Vil = A lg = A
1.3.7.  Basis-Sattigungsspannung: Uggser v le = Aly = A
1.3.8. Kollektor-Sperrschicnt-Kapazitat: Ccs < 3 pF Ucp = 20 v, le = 0 Af= T MH:
1.3.9. Emitter-Sperrschicht-Kapazitit: Cgs pF Ugs = Ve = Af = M
1.3.10. Waérme-innenwiderstand: Ring °C/mwW
1.3.11. Wérmewiderstand: Riny °“C/mwW
1.3.12 Ausgangsleistung: Py 2350 o g = 15 Y, 0025 @A, £ 100 Mz
14 Ubrige elektr. Werte nach Ferranti Datenblatt Ausg. L4, Nov. 1971




